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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成20年5月8日(2008.5.8)

【公開番号】特開2002-16015(P2002-16015A)
【公開日】平成14年1月18日(2002.1.18)
【出願番号】特願2001-127014(P2001-127014)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/268    (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1368   (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   9/30     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/08     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/268   　　　Ｊ
   Ｇ０２Ｆ   1/1368  　　　　
   Ｇ０９Ｆ   9/30    ３３８　
   Ｈ０１Ｌ  21/20    　　　　
   Ｈ０１Ｌ  27/08    ３３１Ｅ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６２７Ｇ

【手続補正書】
【提出日】平成20年3月20日(2008.3.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
非晶質半導体膜に対して、レーザビームを相対的に移動しながら照射することによって第
１の結晶質領域が形成される段階と、
前記第１の結晶質領域が形成された前記非晶質半導体膜に対して、前記第１の結晶質領域
の一部を含む領域に、前記レーザビームを相対的に移動しながら照射することによって第
２の結晶質領域が形成される段階と、
を有し、
前記レーザビームの波長は３７０～６５０ｎｍの範囲であることを特徴とする半導体装置
の作製方法。
【請求項２】
非晶質半導体膜に対して、照射面またはその近傍における形状が線状または矩形状である
レーザビームを相対的に移動しながら照射することによって第１の結晶質領域が形成され
る段階と、
前記第１の結晶質領域が形成された前記非晶質半導体膜に対して、前記第１の結晶質領域
の一部を含む領域に、前記レーザビームを相対的に移動しながら照射することによって第
２の結晶質領域が形成される段階と、
を有し、
前記レーザビームの波長は３７０～６５０ｎｍの範囲であることを特徴とする半導体装置
の作製方法。
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【請求項３】
非晶質半導体膜に対して、照射面またはその近傍における形状が線状または矩形状である
レーザビームを該レーザビームの短尺方向へ相対的に移動しながら照射することによって
第１の結晶質領域が形成される段階と、
前記第１の結晶質領域が形成された前記非晶質半導体膜に対して、前記第１の結晶質領域
の一部を含む領域に、前記レーザビームを該レーザビームの短尺方向へ相対的に移動しな
がら照射することによって第２の結晶質領域が形成される段階と、
を有し、
前記レーザビームの波長は３７０～６５０ｎｍの範囲であることを特徴とする半導体装置
の作製方法。
【請求項４】
加熱処理により非晶質半導体膜を部分的に結晶化させて第１の結晶質半導体膜を形成する
第１工程と、
前記第１の結晶質半導体膜にレーザビームを照射して第２の結晶質半導体膜を形成する第
２工程と、
を有し、
前記第２工程は、
前記第１の結晶質半導体膜に対して、前記レーザビームを相対的に移動しながら照射する
ことによって第１の結晶質領域が形成される段階と、
前記第１の結晶質領域が形成された前記第１の結晶質半導体膜に対して、前記第１の結晶
質領域の一部を含む領域に、前記レーザビームを相対的に移動しながら照射することによ
って第２の結晶質領域が形成される段階と、
を有し、
前記レーザビームの波長は３７０～６５０ｎｍの範囲であることを特徴とする半導体装置
の作製方法。
【請求項５】
加熱処理により非晶質半導体膜を部分的に結晶化させて第１の結晶質半導体膜を形成する
第１工程と、
前記第１の結晶質半導体膜に、照射面またはその近傍における形状が線状または矩形状で
あるレーザビームを照射して第２の結晶質半導体膜を形成する第２工程と、
を有し、
前記第２工程は、
前記第１の結晶質半導体膜に対して、前記レーザビームを相対的に移動しながら照射する
ことによって第１の結晶質領域が形成される段階と、
前記第１の結晶質領域が形成された前記第１の結晶質半導体膜に対して、前記第１の結晶
質領域の一部を含む領域に、前記レーザビームを相対的に移動しながら照射することによ
って第２の結晶質領域が形成される段階と、
を有し、
前記レーザビームの波長は３７０～６５０ｎｍの範囲であることを特徴とする半導体装置
の作製方法。
【請求項６】
加熱処理により非晶質半導体膜を部分的に結晶化させて第１の結晶質半導体膜を形成する
第１工程と、
前記第１の結晶質半導体膜に対して、照射面またはその近傍における形状が線状または矩
形状であるレーザビームを該レーザビームの短尺方向へ相対的に移動しながら照射して第
２の結晶質半導体膜を形成する第２工程と、
を有し、
前記第２工程は、
前記第１の結晶質半導体膜に対して、前記レーザビームを該レーザビームの短尺方向へ相
対的に移動しながら照射することによって第１の結晶質領域が形成される段階と、
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前記第１の結晶質領域が形成された前記第１の結晶質半導体膜に対して、前記第１の結晶
質領域の一部を含む領域に、前記レーザビームを該レーザビームの短尺方向へ相対的に移
動しながら照射することによって第２の結晶質領域が形成される段階と、
を有し、
前記レーザビームの波長は３７０～６５０ｎｍの範囲であることを特徴とする半導体装置
の作製方法。
【請求項７】
請求項１乃至６のいずれか一項において、前記第１の結晶質領域の結晶性と、前記第２の
結晶質領域の結晶性と、前記第１の結晶質領域と前記第２の結晶質領域の重なっている領
域の結晶性は同じであることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項８】
請求項１乃至７のいずれか一項において、前記レーザビームはＡｒレーザ、ＹＡＧレーザ
の第２の高調波、ＹＶＯ４レーザの第２の高調波、ＹＬＦレーザの第２の高調波から選ば
れた一種または複数種であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
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